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高压 ＰＬＤＭＯＳ的栅击穿及其改进方法
孙伟锋 　孙智林　 易扬波 　陆生礼 　时龙兴

（东南大学国家ＡＳＩＣ系统工程技术研究中心，南京 ２１００９６）

摘要：高压ＰＬＤＭＯＳ的失效实验分析表明其沟道区的高峰值电场会导致沟道区的热载流子效应，
从而将降低高压 ＰＬＤＭＯＳ的可靠性．借助半导体器件专业软件 Ｔｓｕｐｒｅｍ４和 Ｍｅｄｉｃｉ的模拟给出
了高压ＰＬＤＭＯＳ沟道区的电场分布情况，模拟结果显示在沟道区存在２个峰值电场，讨论了产生
这２个峰值电场的原因，同时给出了降低这２种峰值电场的有效方法———适当增加沟道的长度和
降低沟道区的浓度．实验结果表明采用这２种方法优化得到的高压 ＰＬＤＭＯＳ的栅击穿电压得到
了很大的提高，同时ＰＬＤＭＯＳ的可靠性也得以大幅提高．
关键词：峰值电场；热载流子效应；可靠性
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